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ІІІ. Відомості про організацію, де відбувся захист
Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): К 76.051.09

Повне найменування юридичної особи: Чернівецький національний університет імені Юрія
Федьковича

Код за ЄДРПОУ: 02071240
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ІV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було
виконано дисертацію
Повне найменування юридичної особи: Чернівецький національний університет імені Юрія
Федьковича

Код за ЄДРПОУ: 02071240
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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
Коди тематичних рубрик: 47.33

Тема дисертації:
1. Розробка радіаційно-стійких фотоструктур на основі напівпровідників А2В6 та А23В36

2. Development of radiation-resistant photostructures based on A2B6 and А23В36 semiconductors

Реферат:
1. Дисертаційна робота присвячена розробці радіаційно-стійких фотоструктур на основі напівпровідників
CdTe, Cd1-xMnxTe (х=0,2), In2Hg3Te6 та вдосконаленню методів вирощування кристалів цих
напівпровідників. Одержані фотодіоди Шотткі на In2Hg3Te6 з металевою плівкою Cr характеризуються
чутливістю у спектральному діапазоні 0,61,7 мкм, мають величину струмової монохроматичної чутливості
0,43 А/Вт (на довжині хвилі 1,55 мкм). Темновий струм таких ФДШ знаходиться в діапазоні 1÷4 мкА при
зворотному зміщенні 1 В, а висота потенціального бар’єру 0, дорівнює 0,41 еВ. Виготовлені ФДШ витримують
γ-дози опромінення до 2108 бер. Поверхнево-бар’єрні фотоструктури на CdTe та Cd1-xMnxTe (х=0,2)
характеризуються фоточутливістю в області спектру 0,5÷0,91 мкм, висота потенціального бар’єру 0 для
структур на CdTe дорівнює 0,9 еВ, а протікання струму характеризується двома механізмами переносу
заряду – генераційно-рекомбінаційним та інжекційним, їх коефіцієнт випрямлення складає k104 (для CdTe).



Спектральна залежність фотовідгуку структур на основі CdTe та Cd1 xMnxTe має додаткові максимуми (Е=1,5
еВ – для CdTe; E1=2,01 еВ, E2=2,31 еВ – для Cd1 xMnxTe), які зміщені в короткохвильову область і не пов’язані із
власними переходами. Одержані структури можуть бути успішно використані в якості детекторів, що чутливі
у видимій на ближній інфра-червоній ділянках спектру та працюють в умовах сильного іонізуючого
випромінювання на заміну Si-фотодетекторів.

2. The PhD thesis is devoted to the development of radiation-resistant photostructures based on semiconductors
CdTe, Cd1-xMnxTe (x=0.2), In2Hg3Te6 and the improvement of methods for growing crystals of these
semiconductors. The obtained Schottky photodiodes on In2Hg3Te6 with Cr metal film are characterized by
sensitivity in the spectral range of 0.6÷1.7 μm, have a current monochromatic sensitivity of 0.43 A/W (at a
wavelength of 1.55 μm) and a dynamic range of not less than 8 orders of magnitude (from 10-3 to 105 lx). The dark
current of such SPD is in the range of 1÷4 μA at a reverse offset of 1 V, and the height of the potential barrier 0 is
equal to 0.41 eV. Manufactured SPD can withstand doses of γ-rays up to 2108 rem. Surface-barrier photostructures
on CdTe and Cd1-xMnxTe (x=0.2) are characterized by photosensitivity in the spectral region 0.5÷0.91 μm, the
height of the potential barrier 0 for structures on CdTe is 0.9 eV, and the current flow is characterized by 2
mechanisms of charge transfer: generation-recombination and injection, their rectification coefficient is k104 (for
CdTe). The spectral dependence of the photoresponse of structures based on CdTe and Cd1 xMnxTe has additional
peaks (E = 1.5 eV – for CdTe; E1 = 2.01 eV, E2 = 2.31 eV – for Cd1 xMnxTe), which are shifted to the shortwave region
and not associated with their own transitions. The obtained structures can be successfully used as detectors that
are sensitive in the near-infrared region of the spectrum and work in conditions of strong ionizing radiation to
replace Si-photodetectors.
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